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Uktad prostowniczy

Przedmiotem wynalazku jest uktad prostowniczy wykonany w postaci scalone;j. _

W znanych rozwigzaniach uktad prostowniczy wykonuje .si¢ w technologii krzemowej epiplanarnej,
wykorzystujac typowe tranzystory ze zwartymi obszarami — najczesciej baza zwarta jest z kolektorem, niekiedy
zemiterem. W wyniku tego, projektowanie topologii uktadu prostowniczego sprowadza sie¢ do powielenia
geometrii typowego tranzystora, co wymaga zachowania wymaganych technologia odlegtosci pomiedzy
poszczegélnymi obszarami, a tranzystory z ukfadu prostowniczego réznig sie od tranzystoréw z uktadéw
scalonych jedynie innym uktadem potaczeri metalicznych.

W-znanym rozwiazaniu wszystkie cztery tranzystory w potaczeniu diodowym wykonano jako identyczne
tranzystory o bazie zwartej z emiterem, umieszczone na oddzielnych wyspach. izclacyjnych. Przeptyw pradu
przez tranzystory uktadu prostowniczego odbywa sie tylko w niewielkim obszarze, przy niewykorzystaniu
pozostatej czeséci tranzystoréw. Zwigksza to intensywnos$é uszkodzerd na skutek wystepowania lokalnie duzych
gestosci pradu. Wymagane technologia odlegtosci poszczegéinych obszaréw zwiekszajg powierzchnie struktury
scalonej, zmniejszaja uzysk produkcyjny i powoduja straty materiatu wyjéciowego. Powazna wada jest brak
symetrii charakterystyk pradowo-napieciowych tranzystoréw w potfaczeniu diodowym. Tranzystory potaczone
ze sobg kolektorami maja inne charakterystyki, niz tranzystory potgczone ze sobg bazami. Wywotane jest tc
bocznikujacym dziataniem diod kolektor-podtoze, co szczegdlnie intensywnie wystepuje przy duiych
wartosciach pradu, powodujac réznice w spadku napiecia w kierunku przewodzenia, aw zwigzku ztym
zmniejszenie niezawodnos$ci uktadu prostowniczego. .

- Celem wynclazku jest symetryzacja charakterystyk uktadu prostowniczego i zmniejszenie wymaganych
odlegtosci pomiedzy niektérymi obszarami uktadu scalonego. Cel ten zostat osiagniety poprzez konstrukcje
scalonego uktadu prostowniczego wykonanego- w technologii epiplanarnej, sktadajacego sie z czterech
tranzystor6w z emiterami zwartymi do baz. Tranzystory potaczone ze sobg kolektorami majg powierzchnie
wigksza od tranzystoréw potaczonych ze soba bazami, przy czym w obszarach emiteréw wykonane sa okna
zmniejszajgce rezystancje rozproszong baz, natomiast obszar baz tranzystoréw. potgczonych ze sobg bazami
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zwlera si@ z obszarem izolacji bez zachowania wymaganej technologna odlegtosci pomiedzy bazg a izolacjq oraz
pomigdzy emiterem a izolacja.
‘ Uktad prostowniczy wedtug wynalazku, zapewnia zmniejszenie powierzchni struktury uktadu scalonego
oraz kosztéw produkcji, wykazujac parametry elektryczne przewyiszajagce znane uktady prostownicze
i zapewnlajqc zwigkszong mezawodnoéé uktadu scalonego.

- Wynalazek zostanie blizej objaﬁmony na przyktadzie wykonania pokazanym na rysunku.

Tranzystory T1 i T2 potaczone ze sobg kolektorami wykonano na wyspach izolacyjnych, przy czym obszar
kolektora C wraz z kontaktem K do obszaru kolektora otacza z wymaganym zapasem technologicznym obszar
" bazy B, wewnatrz ktérego wykonano obszar emitera E, ktéry posiada okna zmniejszajagce rezystancje
~ rozproszong bazy. Tranzystory T3 i T4 potaczone ze soba bazami, wykonano na wyspach izolacyjnych, przy
czym obszar kolektora C otacza obszar bazy na powierzchni struktury tylko na wymaganej technologia
odlegtoéci kontaktu kolektora od obszaréw typu p. Na pozostatej czeéci obszaru bazy miesci sie obszar emitera
E, posiadajacy okna zmniejszajace rezystancje rozproszong bazy. Kontakt do obszaru bazy tych tranzystoréw
pokrywa znaczng czeéé¢ obszaru bazy B, caty emiter E oraz cze$é przylegajagcego do obszaru bazy obszaru
izolacji I.

Zastrzezenie patentowe

Uktad prostowniczy wykonany w postaci scalonej, sktadajacy sie z czterech tranzystoréw z emiterem
zwartym do bazy, znamienny tym, ze tranzystory (T1) i (T2) potaczone ze sobg kolektorami maja
powierzchnie wieksza od tranzystoréw (T3) i (T4) potaczonych ze sobg bazami, przy czym w obszarach
" emiteréw tranzystor6w wykonane sg okna, za§ obszar baz tranzystoréw potaczonych ze sobg bazami zwiera si¢
z obszarem izolacji, bez zachowania wymaganej technologia odlegloécn pomiedzy baza a izolacjg oraz pomigedzy
~ emiterem a izolacjg.
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